






成图 、组成尺寸和它各部分部件的材料构成以及在硅材料加工过程中存在的主要技术难题 。最后 ,
详细给出了电容式微型压力传感器的加工工艺过程 。
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　　Abstract:This paper introduces the producing technology of the capacitive pressure microsensor and M EMS structure
of the capacitiv e microsenso r.The information about composite diagram and dimension and material are given in the paper.
In order to so lve the special technics problem in producing microsensor , the diagrams for the producing technology are giv-
en in detail.




底 14。方形硅膜片由 P 型掺杂硅半导体材料利用 P
+
刻蚀技术形成 ,膜片两个区域一个是图中的 15 ,膜片
16就粘贴在它上面;另一个为图中的 17 ,在这个区域
中有一敞开口 18 ,这两个区域之间用隔离墙 20 分开 。




图 2a 是传感器的安装图 ,图 2b 为 4-4 面的视
图 ,图 2c为 3-3面的视图 ,图 2d为 5-5面的视图 ,
从图 2b 、2c可看出传感器电极并没有直接粘在衬底
上 ,而是粘接在衬底上的一个绝缘层上 ,电极 26从区
域 28延伸到 30与膜片 16平行 。结构设计要考虑在
一定工作温度条件下的传感器的工作压力范围和能承
受的最大压力 ,根据这个条件压力传感器的结构尺寸
要做相应的改变 。如 , 要测量的压力大约为 150psi
(1psi=6895Pa),传感器最大承受压力 600psi ,最大温
度为 250℃,则膜片 16宽为 300μm ,长为 600μm;隔离
墙 20的高为 400μm ,厚为 60μm 的硅片。框架 22的
尺寸则视隔离墙的尺寸而定。很显然 ,隔离墙和框架
要足够厚 ,足够牢固。这种结构设计的优点是传感器














式中:d xdy 为膜片的微面积元;d 为膜片和衬底间的
距离;ε0 为真空的介电常数;εg 为玻璃的介电常数。













24上面的绝缘层厚度 ,即 d -dmin 是衬底绝缘层顶端
到膜片的距离。
由于硅膜片是利用 P+刻蚀技术形成的 ,因此膜片
的厚度 h 取决于 P
+
层的厚度 ,这个厚度可以进行精确
控制。真空密封腔 34 位于膜片 16的正下方 ,电极 26
则在绝缘层穿过真空腔与开口 18中的粘接衬 36 连
接。因此 ,膜片 16受压力作用时 ,电容值就发生变化。
图2b 、图 2c 、图 2d 给出了电极 24 、26 的相对位
置 ,电极 26上面是绝缘层 ,电极 24则在绝缘层上面。
所以 ,绝缘层位于电极 24 、26之间。电极 24有一部分
埋在隔离墙 20底下 ,但并不穿过 34 ,这样利用隔离墙
就把电极 24 与 26连接起来 ,从而保持 34 的真空状
态 。
从图 2c、图 2d 可以看出 ,电极 26是通过隔离墙





图 3是微传感器的加工工艺过程示意图 ,图 3a中
42是指选用的 P 型硅半导体硅片;图 3b是在硅片上
利用刻蚀技术刻蚀形成的沟槽 44 、46;图 3c 是利用在
P 型材料上通过扩散来形成膜片的层的厚度 h;图 3d
则表示在静电健合硅片之前 ,在衬底上喷镀电极 26;
图 3e表示在喷镀了电极 26之后 ,需要在电极上喷镀
一层绝缘玻璃 ,绝缘层的目的在于当膜片碰到真空室
底部时 ,电极 26 和膜片不会接触 ,绝缘玻璃喷镀完成
后 ,还需要在绝缘玻璃层上喷镀电极 24 ,用于与 P 型
硅片连接。
图 3　微传感器加工过程示意图
图 3f所示的这一道工序是对衬底 、电极 26 、绝缘
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层的连接体进行热循环处理 ,先把连接体加热到合适
温度 ,持续大约 40min ,使电极 26 周围的绝缘层发生




图 3g 所示的工艺是对硅片进行深度刻蚀 ,形成膜
片16和开口 18;图8h 所示的是通过切割工序之后 ,电
极 24就会置于开口 18下面;图 3i表示在对 26进行连
接之前 ,必须将 48下的绝缘层去掉 。
以上所介绍的电容式微型压力传感器的工艺有许












(5)准确度　在 5 ～ 10 年内保持±1.5%的准确
度;
(6)迟滞　在 5 ～ 10年内保持满量程 1%的迟滞;
(7)电源　3 ～ 30V ,5 ～ 15mW.
4　结论
本文所介绍的微型电容式压力传感器具有结构简
单 , 尺寸小 , 传感器安装后尺寸在 400×400(μm)左
右 。结构稳定性好 ,强度高;测量稳定性好 ,性能指标
优异。有理想的零压特性 、过载保护和高灵敏度 , 过
载达 200000%不会损坏 。能用于恶劣环境 , 温度条件
达-150 ～ 250℃.文中所介绍的微型电容式压力传感
器的硅材料加工工艺具有通用性 。
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信噪比 。实验表明 ,合理地设计器件中 ID-Tag 与反
射栅的参数 ,可稳定地测出器件上 SAW 的传播参数 ,
测量结果不受器件与访问系统间距离的影响 。利用这
一原理 ,可进一步研制出多种类型的无源无线传感器。
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